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Vyndlez vyuZiva citlivosti amorfnich chal-
kogenidovych vrstev k piisobeni svazku elek-
trondt nebo elektromagnetického z&veni
vhodné vinové délky a intenzity. Psobeniin
tohoto zdreni na vrstvu dochédzi k vyrazné-
mu posunu krdatkovinné absorpéni hrany.

Vynalezu miZe byt vyuZito v oboru elek-
troniky (napriklad p¥i pfipravé fotoresistii},
v oborech vyuZivajicich materidlé pro za-
znam, Cteni a vymaz informace (napiiklad
holografie, fotografie), ale i v optice [na-
pFiklad pro p¥ipravu filtrit s regulovatelnou
propustnosti, optické m¥iZky a podobna za-
Fizeni).

Obecny chemicky vzorec materidlu pouZi-
telného pro pripravu optickych pamé&ti maZe
byt ve tvaru Ge,Bi,S.X4, kde X je dal3i pr-
vek ze IV. aZ V. skupiny periodického sys-
tému, a je kladné &islo vdtsi neZ 1 a mensi
neZ 50, b je kladné &islo v&t3i neZ 1 a menii
neZ 40, ¢ je kladné ¢islo vétsi neZ 50 a men-
81 neZ 95 a d je kladné &islo v&tSi nebo rov-
no 0 a mensi neZ 30, pFicemZ plati, Ze a +
+b+c+d==100.
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Vynélez se tyka materidlu pro zdznam in-
formace ve formé& amorfnich chalkogenidd,
které lze vyuZit pro zdznam, ¢teni a vymaz
informaci, pro holografii, fotografii, pro pfi-
pravu fotoresisti nebo pro pFipravu optic-
kych &lent jako jsou napfiklad optické fil-
try s regulovatelnou propustnosti, optické
miiZky a podobnéa zafizeni.

Je zndmo, Ze plisobenim elektronovych
svazkdi nebo elektromagnetického zateni
vhodné vlnové délky a intenzity lze v Fadé
amorfnich latek vyvolat zmé&nu optickych
vlastnosti jako nap¥iklad zmé&nu odrazivosti,
propustnosti nebo zménu indexu lomu.

Bez potfeby dal3tho vyvoldvani lze vy3e
uvedené zmény ddle vyuZit napfiklad pro
¢teni, vymaz nebo dopliiovani zdznamu. 7.4a-
pis 1ze prefist pomoci téhoZ paprsku slab-
81 intenzity nebo paprsku jiné vlnové délky.
Pomoci vhodného zareni (IC-zdFeni nebo
laser) nebo zahFfatim vrstvy lze zdpis vyma-
zat a proces ,zdpis-Cteni-mazdni” mnoho-
kréat opakovat.

Zmény optickych parametrfi jsou doprové-
zeny i zménou chemickych a dalich fyzi-
kélnich vlastnosti jednotlivfch materidid.
Toho lze vyuZit pro zvy3eni kontrastu nebo
zesileni obrazu. Zmé&nou osvétleni se méni
napi¥iklad rozpustnost materidlu v selektiv-
nich rozpoust&dlech (kyseliny, zdsady, sul-
fidy atd.). Osvé&tlend (nebo neosvétlend)
¢ast mGZe byt pak selektivné odleptdna.

V soutasné technice je zndma Fada mate-
ridld tvofenych amorfnimi chalkogenidy,
které jsou pouZitelné pro p¥ipravu optickych
paméti. Mezi takové latky pat¥i napriklad
skla systému Ge-S, As-S, As-Te, As-S-Se-Te,
As2Ses a tenké vrstvy skel systému Ge-SB-S.
Materidly tohoto typu jsou obvykle nanese-
ny na vhodnou podloZku a plsobenim elek-
tronového svazku nebo vhodné elektromag-
netického zéafeni je mozZné zménit jejich op-
tické vlastnosti (napriklad propustnost, od-
razivost, index lomu), ale i ostatni fyzikdini
a chemické vlastnosti (napriklad smaécivost
¢i rychlost rozpousténi v chemickych roz-
pousté&dlech). Tyto materidly nemusi obsa-
hovat stfibro a energie, potfebnd pro vyvo-
lani zmé&ny vySe uvedenych parametra je v
mnoha pFipadech nizkd (10-7 aZ 200 Jem~2),
hustota zaznamenanych informaci mfiZe byt
mimofradné vysokd (az 101! bitfi/cm?), coZ
odpovidd rozli§eni nad 1000 ¢ar mm~1l. “Za-
znam na optickych pamétovych vrstvach na
bdzi amorfnich chalkogenidi miiZe byt vé&t-
ginou snadno dopliiovdn i vymazdvan. Podet
pracovnich cykld ,,zépis-teni-mazéni” pfle-
sahuje 108 cyklt. Optické paméti na bdzi
amorfnich chalkogenidl maji i dal3i vyhod-
né vlastnosti, a snadnou pf¥ipravu velkych
ploch (aZ 100 cm? tenkych vrstev, nizkou
cenu, moZnost dlouhodobého uchovavani za-
znamu bez dalSich doddvek energie i malou
citlivost na pronikavé zdfeni.

N&které z uvedenych materidld se vSak
vyznacuji malym kontrastem a malou citli-
vosti pii expozici a tento fakt brani jejich
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Sir§imu vyuZiti. Tento nedostatek 1ze odstra-
nit nebo potladit kombinaci fotocitlivé vrst-
vy a dal8i vrstvou (napfiklad kovu nebo
vhodného polymeru).

Vy3e uvedené nevyhody nemd materidl pro
zdznam informace ve form& amorfnich chal-
kogenid@i podle vyndlezu, jehoZ podstata
spo€ivd v tom, Ze v citlivé vrstvé obsahuje
germénium, bismut a siru v mnoZstvi 3 aZ
50 atomovych % Ge, 1 aZ 40 atomovych %
Bi a 50 aZ 95 atomovych % S.

Zaznamovy materidl podle vyndlezu déle
s vyhodou obsahuje aZ 30 atomovych % ale-
spofl jednoho prvku ze IV. skupiny periodic-
kého systému, napfiklad olova nebo cinu
a/nebo z V. skupiny periodického systému,
napfiklad arsenu nebo antimonu.

Citlivd vrstva zdznamového materidlu je
s vyhodou p¥ekryta tenkou vrstvou prvkia z
I. a/nebo II. skupiny periodického systému,
napiiklad st¥ibra, médi nebo kadmia.

Vyhodou zdznamového materidlu podle
vyndlezu je, Ze je technicky i ekonomicky
vyhodné&jsi neZ dosud zndmé materidly.

Vynédlez spolivd ve vyuZiti latky typu
Ge,Bi,S Xy, kde X znamend prvek ze IV. ne-
bo V. skupiny periodického systému, a je
kladné &islo vétSi neZ 1 a menS3i neZ 50, b je
kladné d&islo v8tS81 neZ 1 a men$i{ neZ 40,
¢ je kladné &islo vEtS1 neZ 50 a men3i neZ
95 a d je kladné ¢&islo vétSi 0 nebo rovné
0 a men$i neZ 30, priCemZ plati, Ze a+b+c+
+d=100, jako aktivni sloZky materidlli pro
zdznam informace v optickych pamé&tovych
vrstvdch, fotoresistech, optickych filtrech a
miiZzkdch apod. Tato vrstva miiZe byt pouZi-
ta bud samostatné, nebo v kombinaci s dal-
§1 vrstvou tvofené prvky [. a/nebo II. sku-
piny periodického systému, napffklad stfi-
bra, médi, kadmia.

Vynélez vyuZivd poznatku, Ze plisobenim
vhodného zé&feni napfiklad xenonové vyboj-
ky (Xe-vybojka, 90 W), halogenové Zarovky
(12 V, 100 W), nebo jiného zdroje (napii-
kiad laseru) na tenkou vrstvu latky che-
mického sloZeni ve vynédlezu uvadéném, co-
chézi k vyznamnému posunu kratkovinné
absorptni hrany k vy$$im & niZ$fm ener-
giim. V misté expozice tedy dochézl z zavis-
losti na teploté, pouZitém z&fen! a chemic-
kém sloZeni vrstvy k zesvétlovani ¢i ztmav-
nutl vrstvy. Takovych materidll, které
vykazuji vyznamnou zménu optické pro-
pustnosti vlivem expozice lze pak pouZit pii
konstrukci optickjch paméti, fotografickych
a halografickych zdznami, fotoresistd a pro
konstrukci-optickych filtrt s regulovatelnou
propustnosti,

Soudasné dochéizi ke zméné ostatnich fy-
zikdlnich a chemickych vlastnosti expono-
vané &4sti tenké vrstvy napfiklad smécivosti,
rychlosti rozpou$téni v chemickych rozpous-
tddlech (napfiklad v kyselindch, zdsadach
nebo v roztocich soli]). Pokud je tenka vrs-
va déale pokryta tenkou vrstvou tvofenou
prvky I. a/nebo II. skupiny periodickeého
systému napiiklad st¥ibrem, m&di, kadmiem
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dochézi pasobenim zafeni k fotodifuzi pii-
slusné 14tky do povrchu chalkogenidu a
zména optickych i ostatnich fyzikdlnich a
chemickych vlastnosti je vyraznéjsi.

Vyroba zékladniho materidlu spocivad v
tom, Ze je navaZovano vypoltené mnoZstvi
prvkit a/nebo prisludnych prekursont (tj.
napfiklad sulfidi) a po zhomogenizovani je
smés tavena ve vakuu nebo vhodné atmosfs-
Fe napriklad v zatavené kfemenné ampuli,
Bé&hem syntézy je roztavend hmota homoga-
nizovdna napfiklad michdnim. Ziskand lat-
ka je po syntéze vytaZena napfiklad ve for-
mé slitku a zakalena do vody. Ze ziskaného
slitku jsou Fezdnim, brouSenim a le3t&uin
pripraveny desticky potfebnych rozméru.
Zapis je moZné provadét do téchto desticek
s hladkym povrchem nebo vyhodnéji do ten-
kych vrstev -daného chemického sloZel,
ziskanych napiiklad lisovdnim rozmékiého
zédkladniho materidlu nebo jeho transportem
pfes parni fazi na vhodnou podloZku napii-
klad vakuovym naparenim, napraSenim ¢&i
dekompozici.

Pisobenim zAa¥eni dochézi napfiklad ke
zméné propustnosti, reflektivity, indexu lo-
mu a fyzikdlné-chemickych vlastnosti, na-
pfiklad smaécivosti, rychlosti leptdni selek-
tivnimi rozpoust&dly, které milZe byt vyuZi-
to napfiklad pfi konstrukci optickych pa-
msti ¢i jinych optickych ¢lentt uvedenych
vySe. Zménou druhu zdreni tj. zménou vino-
vé délky pouZitého zareni, zmé&nou intenzi-
ty zéfeni nebo teploty mohou byt informace
Cteny nebo mazdny. ZvySeni kontrastu nebo
zvyraznéni vzniklého zdznamu miZe byt do-
saZeno selektivnim leptdnim osvétlené nebo
neosvétlené C€4sti obrazu kyselinami, louhy
a solemi ¢i jejich kombinaci. Zaznam lze
zvyraznit napriklad tenkou vrstvou st¥ibra,
médi nebo kadmia. Pisobenim své&tla docha-
zi k fotoindukované diftzi prislusné ldtky
do povrchu chalkogenidu a zmé&na optickych
i chemickych vlastnosti vrstvy je pak v§-
raznéjsi.

Priklad

Jako pfriklad lze uvést pripravu a vyuZiti
tenkych vzorkli 1latky Ge,Bi,S. Xy tloustek
d='asi 10~7m, které byly pfipraveny mZi-
kovym napafenim rozdrceného zdkladntho
materidlu bud na mikroskopické podloZeni
skla, nebo na destitky z KBr {KRS) ve vakuu
o tlaku p= asi10-3Pa. Na takovych vzor-
cich byla zméfena optickd propustnost v z&-
vislosti na vinové délce. Pak byly tyto vzor-
ky exponovany Xe-vybojkou ¢i halogenovou
Zarovkou a znovu byla zmérena spektrdaini
zdvislost propustnosti

Jako priklad provedeni je na priloZeném
obrdzku uvedena spektralni zavislost optic-
ké propustnosti T v % tenkych vrstev vzor-
ku chemického sloZeni Ge10Bi10Sso (horni
kfivka odpovida tlou$tce vzorku 93 nm a
dolni tloStka 181 nm]) v zéavislosti na dobé
expozice t v minutdch Xe-vybojkou. Hodnota
T pred expozici je rovna 100%. Déle jsou
uvedeny dal8i priklady chemického sloZeni
materidlu podle vyndlezu, u nichZ dochdzi
plisobenim Xe-vybojky ¢e halogenové lampy
k zesvétlani tenké vrstvy:

GesBizS77;

Ge4PbBi15S0s0;

Ges5Sh2Bi13Ss0;

Ge10Bi10Ss0;

Ge15BizsS60;

Ge16Sb4BizS77;

Ge1sBi12S70;

Ge20Bi20Ss0;

Gez3Pb2Bi10Sh15S50;

Ge25Sn2Pb2As3SbsBizSeo;

Ge30Bi10S60;

Ge355bsBizeSss;

Ge40Bi5Sss;

Gey45Sb2BizSs1;

Ges50Bi3S47,
kde indexy u jednotlivfch chemickych ptv-
ki odpovidaji jejich atomovym procentiim
ve sledované vrstvé.

PREDMET VYNALEZU

1. Materidl pro zdznam informace ve for-
meé amorfnich chalkogenidd vyznadeny tim,
Ze v citlivé vrstvé obsahuje germéanium, bis-
mut a siru 1 a% 50 atomovych % Ge, 1 a¥
31/0 atomovych % Bi, 50 aZ 95 atomovych

0 S.

2. Materidl pro zdznam informace podle
bodu 1, vyznaleny tim, Ze d&le obsahuje
nejvyse 30 atomovych % celkem alespoii

jednoho prvku ze IV. skupiny periodického
systému, napiiklad olova nebo cinu a/nebo
z V. skupiny periodického systému napif-
klad arsenu nebo antimonu.

3. Materidl pro zdznam informace podle
bodd 1 nebo 2, vyznafeny tim, Ze citlivd
vrstva je prekryta tenkou vrstvou prvkd
z 1. a/nebo II. skupiny periodického systé-
mu, napliklad stfibra, mé&di nebo kadmia.

1 list vykresd
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